DATEN VORLAUFIGER MUSTER

KNDERUNGEN VORBEHALTEN CXY 10

GALLIUMARSENID - VARAKTORDIODE

Mechanische Daten:

Gehéuse: Metall + Keramik

MaBangaben in om.

0127 —»
0063
K -1
1L
Lok
A ! 025
0178 — ;" oome
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 6 V
Verlustleistung P = max. 50 mwW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 135 °¢
Kapazitdt bei UR =0 = 0,2 pF
Grenzfrequenz bei UR =0 fg = 350 GHz
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CXY 10

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: UR = maXx. 6 V
Verlustleistung: P = max. 50 mW
Sperrschichttemperatur: GJ = max. 135 °¢
Lagerungstemperatur: &S = min. -196 °C
S = max. 175 °C
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh#duse: Rth G é 0,9 grd/mw
Kennwerte: (bei 8 = 25°¢)
Sperrstrom bei Uh =6 V: IR = 0,1 (é 1,0) pA
Kapazitdt bei UR = 0: C = 0,2 pF
Streukapazitit: Cp = 0,3 pF
Serien-Induktivitédt: Ls - 140 pH
Serienwiderstand bei Up = 0: ry = 2,25 (1...3) Q
Grenzfrequenz bei Up = 0: 1) fg = 350 (; 200) GHz
Serien- 2
Resonanzfrequenz bei UR = 0: ) fres = 30 (27...34) GHz
Kapazitdtsvariation 3 >
x Grenzfrequenz bei U, = 0: °) i, = 40 (= 35) GHz
R g
1) t =1/ (2rr, C)
g £
2
) £ = 1 / (21:'VLS C')
3 c c
79 =3 mgx +Cmin mit Cmax °°° Kapazitdt bei IF =1 pA
max min C . «.. Kapazitdt bei U, =1V
min R
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CXY T

GALLIUMARSENID - ELEMENT
(Gunn -~ Effekt - Element)

fiir Mikrowellen-0szillatoren im X-Band

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall + Keramik 4
Flanschende: Minus-AnschluB

MaBangaben in mm.

221 170-wle-163 )
L—zm—- 170
048
T 1
30 I.&)_*_.___m_____‘_ 60 ,208
o350 0}2 - ; 0,‘:‘52¢%'m
(]
l vzZ7200Mm2
Kurzdaten:
Speisespannung Ub =max. 7 V
Verlustleistung bei 8 2 35% P =max. 1 W
Ausgangsleistung bei f = 9,5 GHz CXY 11 A: P2 ; 5 mW
CXY 11 B: P2 g 10 mW
XY 11 C: P, 2 15 ww
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.69

205



CXY 11

Absolute Grenzwerte:

Speisespannung: .1) Ub = max. 7V
Verlustleistung bei 8, S 35°c: ?) P =max. 1°W
Lagerungstemperatur: QS = max. 175 °C

Kennwerte: = (bei 8; = 35°C)

Strom bei Ub =7V: I = 140 mA
Betriebsfrequenz: 3) £ = 8...12 GHz
Ausgangsleistung: 4) CXY 11 A: P, = 8 (; 5) mW
CXY 11 B: P, = 12 (2 10) W
CXY 11 C: P, = 20 (2 15) oW

1) Der negative Pol der Speisespannung muB am flanschseitigen Ende liegen,
Betrieb mit umgekehrter Polaritdt ist nicht zuldssig.
Kurzzeitige Uberschreitung von Ub max bis auf 8 V ist zuldssig.

2) Als Gehdusetemperatur gilt die Temperatur der Anschliisse.
3) Die Betriebsfrequenz wird durch den verwendeten Hohlraumresonator bestimmt.

4) Die angegebenen Ausgangsleistungen werden fiir folgende MeS8frequenzen garan-
tiert, die entsprechenden Gunn-Effekt-Elemente sind fiir folgende Betrebs-
frequenz-Bereiche vorgesehen:

Typ MeBfrequenz Betriebsfrequenz-Bereich .

CXY 11 A
CXY 11 B
CXYy 11 C

CXY 11 Ag,5
CXY 11 Bg,5
CXY 11 Cg,5

CXY 11 Aj9,5
CXY 11 Bj0,5
CXY 11 Cj19,5

CXY 11 Aj3,5
CXY 11 B11,5
CXY 11 C11,5

9,5 GHz 8...12 GHz

8,5 GHz 8...9 GHz

10,5 GHz 10...11 GHz

11,5 GHz 11...12 GHz

N N S e
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

ANDERUNGEN VORBEHALTEN CXY 12

GALLIUMARSENID ~ VARAKTORDIODE

Mechanische Daten:

Geh#duse: Metall + Keramik

MaBangaben in mm.

fe—3127 —»

~Joasal

Kt
i !
! w

¥
: 1065
A ) 025

e L e

Kurzdaten:
Sarzcaten
Sperrspannung UR = max. 10 Vv
Verlustleistung = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur GJ = max. 175 °c
Kapazitit bei UR =6V c = 0,25 pF
Grenzfrequenz bei UR =6V fg = 500 GHz
Ausgangsleistung

bei Frequenzvervierfachung >

von 9 GHz auf 36 GHz, P, = 500 mW P, = 50 mW
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CXY 12

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: < UR = max. 10 V

Verlustleistung: P = max. 300 mW

HF-Eingangsleistung: P1 = max. 500 mW

Sperrschichttemperatur: GJ = max. 175 °c

Lagerungstemperatur: 68 = min. -55 °
9 = max. 175 °c
S

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rth G é 0,5 grd/mw

Kennverte: (bei 0U = 25°C)

Sperrstrom bei Up = 6 V: I = 0,001 (§ 1,0) pA

Kapazitdt bei UR =6 V: C = 0,25 pF

Streukapazitidt: Cp = 0,3 pF

Serien-Induktivitdt: Ls = 120 pH

Serienwiderstand bei UR =6 V: Te = 1,3 Q

Grenzfrequenz bei Up = 6 V: 1) £, = 500 (2 300) GHz

Serien- 2

Resonanzfrequenz bei U, = 6 V: °) £ = 29 (27...35) GHz

R res
1) f = 1/(2nr,C)
g f
2
) £, = 1/ (ZnVLS c)
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VORLAUFIGE DATEN CXY ]3

GALLIUMARSENID - ELEMENT
(Gunn - Effekt - Element)
fiir MikYowellen - Oszillatoren im X - Band

Mechanische Daten:

Gehéduse: Metall + Keramik
Flanschende: Minus-AnschluB

MaBangaben in mm.

k221l 190-ole )63
20 1;':: )
— -——OM
e30 @1.%0 S —JH-—-H - —{ 180 4208
3009152 1 v ] %152 %s8
t 1
417 vzT200m2
Kurzdaten:
Speisespannung Ub = max. 9 Vv
Verlustleistung bei &G § 70°¢C P = max. 1,3 W
Ausgangsleistung bei £ = 9,5 GHz CXY 13 D: P2 ; 20 mw
XY 13 B: P, 2 30 W
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CXY 13

" Absolute Grenzwerte:

Speisespannung: U, =max. 9,0 V 1)
Verlustleistung bei 8; & 70°C: °) P =mex. 1,3 W
Lagerungstemperatur: bs = max. 175 °c
Kennverte: (bei 8y = 25°¢)

Strom bei Ub =9 V: I = 140 mA
Betriebsfrequenz: 3) b 4 = 8...12 GHz

Ausgangsleistung bei £ = 9,5 GHz: ©) CXY 13 D: B, = 25 (2 20) oW
CXY 13 E: P, = 35 (2 30) umW

1) Der negative Pol der Speisespannung muB am flanschseitigen Ende liegen,
Betrieb mit umgekehrter Polaritét ist nicht zuldssig.

Eine Uberschreitung von Ub bis auf 10 V ist zuldssig, sofern die Ver-
: max
lustleistung unter 1,3 W
bleibt. '
2) Als Gehdusetemperatur OG gilt die Temperatur der Anschliisse.

3) Die Betriebsfrequenz wird durch den verwendeten Hohlraumresonator bestimmé.

4) Bei Frequenzen > 10 GHz wird die optimale Ausgangsleistung bei Ub <9V
erreicht.
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

ANDERUNGEN VORBEHALTEN CXY '|4

GALLIUMARSENID - ELEMENT
(Gunn - Effekt - Element)
fiir Mikrowellen - Oszillatoren im J-Band (Ku-Band)

Mechanische Daten:

Geh8use: Metall + Keramik
Flanschende: Minus-AnschluB

MaBangaben in mm.

221400 ol 163
20T 02
— <—8f18
b o g2ks
30052 T 1T [+ %ie2 e
l 1
VZ72007.2
Kurzdaten:
Speisespannung Ub = max. 7V
Verlustleistung bei eG = 25°% P = max. 1w
Ausgangsleistung bei f = 14 GHz CXY 14 A: P2 ; 5 mW
CXY 14 B: P2 Z 10 mW
Xy 14 ¢c: B, 2 15 oW
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CXY 14

Absolute Grenzwerte:

Speisespannung: U, = max. 7 v 1
Verlustleistung bei 3 = 25°C 2y, P = max. 1w
Lagerungstemperatur: 8g = max. 150 °C

Kennwerte: (bei 9; = 25°C)

Strom bei Ub =6 V: I = 140 mA

Betriebsfrequenz: £ = 12...18 GHz 3)

Ausgangsleistung bei f = 14 GHz: CXY 14 A: P, = 8 (; 5) mW
CXY 14 B: P, =12 (2 10) oW
CXY 14 ¢: P, =20 (215) mw

1) Der negutive Pol der Speisespannung mul am flanschseitigen Ende liegen,
Betrieb mit umgekehrter PolaritH#t ist nicht zullssig.

2) Als Geh#usetemperatur 9 gilt die Temperatur der Anschliisse.

3) Die Betriebsfrequenz wird durch den verwendeten Hohlraumresonator bestimmt.
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VORLAUFIGE DATEN

GALLIUMARSENID - ELEMENT
(Gunn - Effekt - Element)

fiir Mikrowellen-0szillatoren im C - Band

Mechanische Daten:

Gehiuse: Metall + Keramik L._g-z‘--~-|,7o—~}'gg~‘
Flanschende: Minus-Anschlu8 - -kgfb :
MaBangaben in mm. L} T - .
Y ¥
30 4060 L (I 1160 208
8300 %152 1 T+ | %152 %198
T |
IR VZ72001.2
Kurzdaten:
Speisespannung Ub = max. 10V
Verlustleistung P = max. 1,6
Ausgangsleistung bei f ~ 6 GHz CXY 15 A P2 = 5 mW
CXY 15 B P2 = 10 mW
CXY 15 C P2 = 15 mW
CXYy 15 D P2 = 20 mW
CXY 15 E P2 = 30 mw
CXY 15 F P2 = 40 mW
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CXY 15

Absolute Grenzwerte:

Speisespannung: U max. 10
Verlustleistung: P max. 1,6
Sperrschichttemperatur: OJ max. 300
Umgebungstemperatur: 8U min. -40
8U max. 70
Lagerungstemperatur: ss max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gehduse: CXY 15 A )
CXY 15 B = 140 grd/w
CXY 15 C
CXY 15 D < .
CXY 15 E = 110 grd/w
CXY 15 F
Kennwerte: (vei 8 = 25°¢)
Speisespannung: U, = 9 v
Strom bei Uy = 9 V: CXY 15 A I = 100 mA
CXY 15 B I = 120 mA
CXY 15 C I = 140 mA
CXY 15 D I = 160 mA
CXY 15 E I = 180 mA
CXY 15 F I = 200 mA
Betriebsfrequenz: f = 4...8
Ausgangsleistung bei f ~ 6 GHz: CXY 15 A P2 = 5
CXY 15 B P2 = 10
CXY 15 C P2 = 15
CXY 15 D P2 = 20
CXY 15 E P, = 30
CXY 15 F P2 = 40
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Awo VORLKUFIGE DATEN CXY ]6

GALLIUMARSENID - ELEMENT
(Gunn - Effekt - Element)

fiiy Mikrowellen-0szillatoren im X - Band

Mechanische Daten:
Mechanische Daten: L2200 163 |
30T ~5
Gehduse: Metall + Keramik ol ‘_816.18
Flanschende: Minus-Anschlufl [} T '
MaBangaben i . i3 <= !
aBangaben in mm Qllo w | 11 ,4__01,60 02,08
300 152 - + 152 ¥1,98
| ] :
! \ B
B I vZ 720012

Kurzdaten:
Speisespannung Ub = maX. 12 Vv
Verlustleistung P = max. 10 "w
Ausgangsleistung bei f ~ 9,5 GHz CXY 16 A P2 g 50 mW

CXY 16 B P2 2 75 mW

CXY 16 C P2 2 100 mW

CXY 16 D P2 g 200 mW

CXY 16 E P2 ; 300 mW

CXY 16 F p, 2 400 mW
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CXY 16

Absolute Grenzwerte:

Speisespannung: Ub = max. 12V
Verlustleistung:® P = max. 10 W
Sperrschichttemperatur: $J = max. 300 °c
Umgebungstemperatur: GU = min. -40 °c
8y = max. 70 °c
Lagerungstemperatur: SS = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh#use: Ry S 40 grd/w
Kennwerte: (bei 8; = 25°¢C)
Speisespannung: Ub = 9 \Z
Strom bei Ub =9 V: CXY 16 A I = 350 mA
CXY 16 B I = 450 mA
CXY 16 C 1 = 550 mA
CXY 16 D I = 650 mA
CXY 16 E I = 750 mA
CXY 16 F I = 850 mA
Betriebsfrequenz: f = 8...12 GHz
Ausgangsleistung bei f ~ 9,56 GHz: CXY 16 A P2 ; 50 oW
CXY 16 B P, 2 75 mW
CXY 16 C P, 2 100 mW
CXY 16 D P2 2 200 mW
CXY 16 E P2 g 300 mW
CXY 16 F P2 ; 400 mW
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